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FeGaoalnieSes kristalinin miixtalif temperatur va tezliklords dielektrik niifuzlugunun haqiqi ve xoyali hissesi tadqiq
edilmisdir. Miioyyan edilmisdir ki, temperatur yiiksoldikco dielektrik niifuzlugunun haqiqi hissosinin artmasi defektlarin
konsentrasiyasinin artmast ilo baglidir. FeGaoslnieSes kristalinda 2-102+-10* Hz tezlik oblastinda anomal dispersiya bas verir

vo yasama miiddatino goro defektlorin paylanmasi n(t) ~ ©

1.75

ganununa tabe olur. Todqiq olunan temperaturlarda dielektrik

nifuzlugunun xoyali hissesinin tezlikdon asili olaraq monoton azalmasimin sobobi FeGaoalnieSes kristalinda relaksasiya

dispersiyasinin bag vermosidir.
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PACS: 73.40.5x, 73.61.Le, 84.37.+q

Yarim maqnit yarimkegirici birlosmslor, yarimke-
cirici cihazlarda, xususan do spintronikada istifada
ti¢lin boyiik maraq dogurur. Bununla slagodar olarag,
magnit yarimkegirici materiallarin axtariginda aktivli-
yin artmasini geyd etmak olar. Hal — hazirda AB»X4
tipli (A=Mn, Fe, Ni; B=Ga, In; vo X=S, Se, Te) magnit
yarimkegiricilorin alinmasi vo fiziki xassalorinin 0yrs-
nilmesina ¢ox diggoet yetirilir [1-7]. Bu birlogsmalo-
rin asasinda lazerlar, isiqg modulyatorlari, fotodedek-
torlar,termorezistorlar,dizlondiricilor vs s. funksional
qurgular yaratmaq perspektivlidir. Bu materiallar osa-
sinda  fotohassas sturukturlar hazirlanmigdir [10-13].
Felny,Ss birlosmosindon nanokristal sintez edilmis-
dir [4]. Feln;Ses monokristalindan istifado edarok he-
terokegid yaradilmigdir [14]. Hal-hazirki igde geyd
edilon birlogsmalor sinfino aid FeGag 41Ny 6Ses kristalinin
dielektrik niifuzlugunun doyisen elektrik corayaninin
tezliyinden va temperaturdan asililig1 tadqiq edilmisdir.
FeGaoalnieSes kristali stexiometrik miqdarda yiiksak
tomizlikli elementlordon (99,99) alinmigdir. Rentgeno-
grafik metodla analiz naticesinde miiayyen edilmisdir
ki, FeGagaln; gSes kristal qofos parametrlori a = 3,983
A va ¢ = 38,811 A olan trigonal sinqoniyaya (foza qru-
pu 3ml) kristallasir [18]. Elektrik tutumunu 6lgmak
ti¢lin galinligi ~ 1,5mm olan FeGag 4In1 6Seq kristal [6v-
halors giimils pastasi vuraraq kondensatorlar hazirlan-
mis vo dl¢iilmolor E7-20 (25+10%Hz) rogemli immetans
6l¢ili cihazinindan istifado etmoklo aparilmigdir. Kris-
tallar 293 + 400K temperatur intervalinda tonzimlona
bilon kriostatda yerlogdirilmigdir. Temperatur 6lgmslo-
rinin daqiqliyi £ 0,5K togkil edir. Niimunays 1V gor-
ginlik verilmisdir.

Dielektrik niifuzlugunun hoqiqi hissasi &'=Cd/ggS,
xoyali hissosi iso €"=tgd-¢' ifadolorindon hesablanmis-
dir.

Sekll 1-do FeGao 4lny eSes kristali iiglin 294,5 K
temperaturda dielektrik niifuzlugunun hagiqi hissasinin
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(&") doyisan elektrik coroyaninin tezliyindan (f) asililiq
grafiki verilmisdir. 2-102+108 Hz tezlik oblastinda &’ -
in qiymati 2000+100 intervalinda doayisir. 2-10%+10*Hz
tezliklords tezlik artdiqca & - in azalmas1 miisahids edi-
lir. 2:10*+10% Hz tezlik intervalinda iso ¢ 'daha yavas
stratlo azalir.
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Sokil 1. FeGao.aln1,6Ses kristali ligiin 294,5 K tempe-

raturda dielektrik niifuzlugunun haqiqgi hisse-
sinin dayison elektrik coroyaninin tezliyindon
aslilig.

Yarimkegiricilordo defektlor arasinda yiiklorin
bas veran sigrayis miibadilosi zamani dielektrik niifuz-
lugunun 6ziinii neco aparmasina nazari olaraq [19] isin-
do baxilmigdir. Xiisusilo defektlorinds yiiksok konsen-
trasiyaya malik olan yarimkegiricilor ii¢lin dielektrik
niifuzlugunun elektrik sahosinin tezliyinden asililigi
asagidaki kimi ifads olunur[19]:

e'(f)~f 2, 1)
Burada (# +2)=—y. Eyni zamanda defektlorin yagama
miiddatine gora paylanmasi



FeGaoslnisSes KRISTALININ DIELEKTRIK NUFUZLUGUNUN DOYIiSON ELEKTRIK COROYANININ TEZLiYiNDON VO...

n(r)~t’# 2)
ganununa tabe olur. Buradan belo naticoya golmok olar
ki, dorin morkazlorinde yiiksok konsentrasiyasi olan
yarimkegiricilords dielektrik niifuzlugunun dispersiya-
s1 miisahide edilmalidir. (1) ifadssinden goriindiiyi ki-
mi > —2 olduqda normal dispersiya va p <—2 olduqda
anomal dispersiya miisahido edilmalidir (f=—2 olduqda
dispersiya bas vermir). f vo y — nin qiymotlorini &'(f)
tocriibi asiligindan miioyyon etmok olar. Sokil 1-don
gorundr ki, 2-:10%-10* Hz tezlik intevalinda /ge' ~ Igf
asililig1 demok olar ki, diiz xatto yaxin bir meyl ilo xa-
rakterizo olunur. Bu meyldon y=— 0,25 qiymati tapil-
misdir. Bu halda p = —1.75 oldugundan FeGag4In; sSes
kristalinda 2-10%-10* Hz tezlik oblastinda anomal
dispersiya bag verir vo yasama miiddotino goro defekt-
lorin paylanmas1 n(t) ~t ~'7° ganununa tabe olur.
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Sokil 2. FeGaoaslni6Ses kristalinda 10* Hz tezlikds di-
elektrik niifuzlugunun hoagqiqi hissosinin

temperaturdan asililig1.
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Sokil 2-do FeGagalnieSes kristalinda 10* Hz
tezlikds dielektrik niifuzlugunun hoqiqi hissesinin
temperaturdan  asililiq  qrafiki  gdstorilmisdir.
294,5+323,5 K temperatur intervalinda ¢’ - in qiymati
147+180 hoddindo doyisir. Temperatur yiiksoldikco
dielektrik niifuzlugunun haqiqi hissesinin qiymotinin
artmasmin  sobobi  defektlorin  konsentrasiyasinin
artmasidir [20].

Sokil 3-do  FeGagalnieSes  kristali  {igiin
294,5+323,5 K temperatur intervalinda dielektrik nii-
fuzlugunun xoyali hissesinin (¢”) elektrik sahasinin
tezliyindon asililiq grafiki gostorilmisdir. Sokildon go-
rindr ki, 5-10%+10° Hz tezlik intervalinda tezlik art-
digca asililig monoton azalma xarakterino malik olur vo
tezlik artdiqca &' ohomiyyotli dorocods dispersiyaya
ugrayir. Tocriibodo miigahido olunan dielektrik niifuz-
lugunun xayali hissasinin tezlikden asili olaraq mono-
ton azalmasi FeGay 4ln; 6Ses kristalinda relaksasiya dis-
persiyasinin bag verdiyini gostarir [2].
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Sokil 3. FeGaoalnieSes kristalinin miixtalif tempera-
turlarda dielektrik niifuzlugunun xayali hisso-
sinin doyison elektrik corayaninin tezliyindon
ashiligl. T, K: 1-294,5, 2 - 303, 3 - 313,
4-3235.

Belalikla, isdo FeGag alni Ses kristaliin mixtalif
temperatur va tezliklards dielektrik niifuzlugunun hagi-
qi vo xoyali hissosi todqid edilmisdir. Miioyyon edil-
misdir ki, temperatur yuksaldikcs dielektrik niifuzlugu-
nun haqiqi hissasinin artmasi osason defektlorin kon-
sentrasiyasinin artmasi ilo baghdir. FeGagalnieSes
kristalinda 2-102+10* Hz tezlik oblastinda anomal di-
spersiya bag verir vo yasama miiddotine goroa defekt-
lorin paylanmasi n(t) ~ v 7> ganununa tabe olur. Tod-
gig olunan temperaturlarda FeGagalnieSes kristalinin
dielektrik niifuzlugunun xayali hissasi tezlikla tors mii-
tonasib olaraq monoton azalir. Bu da kristalda relak-
sasiya dispersiyasmin bag verdiyini gostarir.
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N.N. Niftiyev, F.M. Mammadov, M.B. Muradov

DEPENDENCE OF DIELEKTRIK CONSTANT OF CRISTALS FeGaoslni,6Ses ON FREQUENCY OF
ALTERNATING ELECTRIC CURRENTS AND TEMPERATURE

The real and imaginary parts of the dielectric constant of the FeGaoalnieSes crystal at different temperatures and
frequencies were investigated. It was determined that the increase in the real part of the dielectric permeability as the
temperature increases is due to the increase in the concentration of defects. In the FeGao sln1,6Ses crystal, anomalous dispersion
occurs in the frequency range of 2-102+10* Hz, and the distribution of defects according to the lifetime obeys the law of n(t) ~
77175, The reason for the monotonous decrease of the imaginary part of the dielectric constant at the studied temperatures
depending on the frequency is the occurrence of relaxation dispersion in the FeGao4lni6Ses crystal.

H.H. Hudrues, ®.M. Mamenos, M.b. Mypanos

3ABUCUMOCTbD JUIJEKTPHYECKOMN IMTPOHUIIAEMOCTH KPUCTAJJIOB FeGaoslni6Ses OT
YACTOTBI HEPEMEHHOI'O TOKA U TEMIIEPATYPbBI

HccnenoBanbl JeHCTBUTENbHAS U MHUMAs YacTH AUSJICKTPUYECKOI NMpoHHLaeMocTn Kpucramia FeGaoalnieSes npu
Pa3INYHBIX TEMIIEPATYpPax U 4aCTOTaX. Y CTAHOBJICHO, YTO YBEIMYCHUE PEATbHON YaCTH UAJICKTPUUECKON IPOHUIIAEMOCTH C
pPOCTOM TeMmIepaTypsl OOYCIIOBICHO YBEIMYEHHEM KOHIeHTpanuu aedektoB. B kpuctamne FeGaoalnieSes aHoManpHas
JUCIIEPCHS BO3HUKAET B nana3one gactot 2-102+10*T'w, a pacupenenenue aepeKToB N0 BPEMEHH KM3HH IIOAUHHAETCS 3aKOHY
n(t) ~ v 7. [TpuYMHO} MOHOTOHHOTO YMEHBIICHUS MHMMOMW 9ACTH JIU3JIEKTPHYECKON MPOHUIAEMOCTH TIPH MCCIIETOBAHHBIX
TEeMIIepaTypax B 3aBUCHMOCTH OT YacCTOTHI SIBJSIETCS BO3HMKHOBCHHE pEJIAKCAI[OHHOI JAWCIIEpCHM B KpHCTaLIe
FeGao,aln1,6Ses.
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